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Modelithics’ non-linear GaN HEMT modeling service brings the trusted

measurement and proven modeling expertise of Modelithics to the GaN

technology area, where high accuracy, scalability and advanced model

features are integral to the design process when using these devices.

Every aspect of the modeling process is handled by Modelithics: From the

precision characterization of the device, to the accurate modeling using

Modelithics’ detailed processes and various topologies, to the packaging

of the model and formatting for multiple popular EDA software tools.

• MMIC and package devices    • On-wafer and on-board testing

• S-Parameters: 30 kHz to 170 GHz   • Impedance: ESR, CV, Q to 3 GHz

• High Power Pulsed I-V to 30 A    • X-Parameters* to 67 GHz

• Measurements over temp (-55 - +200C)   • Pulsed-bias S-parameters

• Non-linear with Load Pull (0.2-50 GHz )   • Noise Parameters to 50 GHz

Measurement Capabilities

Model Features Offered
• Accurate small-signal performance   • Bias dependent

• Accurate large signal model    • Temperature dependent

• Intrinsic I-V for waveform analysis   • Bondwire removal parameter

• Quiescent bias to capture trapping   • Detailed model datasheet

• Low & high frequency noise behavior   • Packaged and die GaN devices

• Self heat factor/electrothermal model

Simulator Compatibility
• Keysight Advanced Design System (ADS) and Genesys

• National Instruments AWR Design

   Environment (AWRDE)

• Cadence Spectre

• ANSYS HFSS

• PSPICE

Non-Linear GaN 
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*X-parameters is a trademark and registered trademark of Keysight Technologies in the US, EU, JP, and elsewhere. The
X-parameters format and underlying equations are open and documented. For more information, visit the website.
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>50 GHz noise/non-linear testing available with custom setups1

GaNモデリングサービス

ModelithicsのノンリニアGaN HEMTモデリングサービスは、Modelithicsの
測定技術と既に実績のあるGaNモデル化の専門知識により、高精度な測定
と高度なモデルにスケーラビリティ機能を備えたサービスで、既に米国GaN
大手及び日本国内のGaNデバイスメーカ2社でモデリング実績がある。
今回その技術を元にデバイスの高精度なキャラクタライゼーション、モデリティ
クスの詳細なプロセスと様々なトポロジを、一つのパッケージサービスとして、
業界標準のEDAソフトウェアのモデルとライブラリ化をサービスとして実施。

デバイス測定技術
MMIC及びパッケージデバイス 　　　　　　          オンウェファ及びオンボード測定

Sパラメータ測定（30KHz～170GHz） 　　　         インピーダンス測定：ESR、CV、Q to 3GHz

大電力パルス　I-V特性（最大30A）　　　　           Xパラメータ測定（最大67GHz）

温度依存性測定（-55～+200℃）　　　　　           パルスバイアスSパラメータ

非線形ロードプル測定（0.2GHz～50GHz）　          ノイズパラメータ測定（～50GHz）
周波数範囲は、顧客のご要求で設定

提供物

高精度大信号モデル　                                                    温度依存モデル

波形解析用I-V測定モデル　                                          ワイヤーボンド－エンベデッドモデル

静止バイアス測定（GaNのトラップ効果考慮モデル）   　詳細なモデルのデータシート

セルフヒートモデル  自己発熱モデル

低周波及び高周波ノイズ挙動測定　                           パッケージ部品及ぶダイの両GaNモデル

正確な信号性能　                                                            バイアス依存モデル

対象EDA
Keysight社：Advanced Design System (ADS) 及びGenesys 

NI AWR社：AWRDE

Cadence Specter

ANSYS HFSS

バイアス依存Sパラメータ

抵抗

非線形領域

トラップ効果 自己発熱
寄生インピーダンス

無バイアス時容量

非線形GaNモデル
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Non-Linear Transistor Modeling Process

For more information on Modelithics’ GaN Modeling Services:
Visit: www.Modelithics.com
Email: sales@Modelithics.com
Call: 888.359.MDLX (6359)

Characterizations
Static/Pulsed IV,
CV, S-Parameters

Model Topology
Angelov, EEHEMT,

CFET, etc.

Parameter
Extraction

Model
Validation

Optimization/
Tuning

Advanced Testing
Load Pull, Time

Domain, Pulsed RF
Measurements, etc.

Final
Model

Modelithics GaN Modeling Features

Trapping and Self-Heating Effects

Packaged and Die Device Modeling Intrinsic I/V Sensing for Waveform Analysis

Testing/QA

vs. VdsQ

Intrinsic sensing - blue
External sensing - pink
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Model - red
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Load Pull Validations

10 Ω chart

Class C

Class AB

PAE vs Zloads

Tuned Power Sweeps

SH=0 (Self-heating disabled)
SH=0.1 (10% DC)
SH=1 (Static Bias)

=30 VdsQ Modeled
=50 VdsQ Modeled

Model - red
Measured - blue

Package Die

非線形モデリングプロセス

静的動作解析
パルス入力IV,CV,
Sパラメータ

モデルトポロジー選択
Angelov, EEHEMT,CFET,等

パラメータ抽出 モデル検証

最適化及び
         チューニング

拡張テスト
ロードプル,タイムドメイン,
パルス入力測定等

顧客検証
（ベータリリース）と
　　　QA

モデリシックス社GaNモデル性能

株式会社アイ・エム・シー
TEL：03-6908-9363  FAX： 03-6908-9369
WEBお問い合わせフォーム：　
https://ss1.coressl.jp/www.im-c.co.jp/inquiry/form.html
E-mail： imc.info@im-c.co.jp
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